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NPN bipoléris tranzisztor szilicium
. F6 felhasznalasi m m: hasznalt elektronikus energiatakarékos ldmpak, elektronikus eldtétek és mas
hatalmi kapcsol6 dramkor.
m m maximalis abszolut értéke (Ta =25 ° C)
A paraméter neve Symbol Egységek
Ertékelése
Kollektor - bazis Vcbo fesziiltség 700 V
Collector - Emitter Voltage ceo 400 V
-Kibocsato - alap fesziiltség VEBO 9 V
Collector jelenlegi IC 4 A
Base jelenlegi IB 2 A
(Te=25°C) 70
Collector PD W
(Ta=25°C)
Power dissipation 2
°C
Junction Temperature Tj 150
BCE
°C
Tarolasi hdémérséklet Tstg -55-150
m m elektromos paraméter (Ta =25 ° C)
Normativ értékek
A paraméter neve Symbol Vizsgalati feltételek Egységek
Tipikus Minimum Maximum
Meghatéarozatlan-emitter Egyenaram nyereséget 40 f3 értéke
HFE (1) Vece=5V,Ic=1.0A 10
Kollektor - bazis bontas fesziiltség BVcbo Ic = 1 mA, azaz 0 =700 V
Collector - emitter fesziiltség bontas BVceo Ic = 10 mA Ib =0 400 V
-Kibocsato - Base Breakdown Voltage BVebo IE=1mA,Ic=09V
Kollektor - bazis cut-off jelenlegi VCB =700V, e =0
Icbo 1 mA -
-Kibocsat6 - base cut-off jelenlegt VEB =9V, Ic =0
Iebo 1 mA -
Collector - emitter telitettség fesziiltségesés Vcee (sat) IC=2A,1b=0,50,6 0,6 V
Base - emitter telitettség fesziiltségesés VBE (SAT) IC=2A,1b=0,51,21,6 V
Jellemzd Ft 4 MHz-es frekvencia
Vce =10V, Ic = 500mA, f=1.0MHz
On-time ton uS
0,8
Vee =10V, Ic = 2A,
Térolasi id6 ts uS
4,0
IB1 =1B2 =400mA
Fall Time tf uS
0,9



